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(57) Abstract: The invention relates to a layer structure for bipolar 
transistors, to a method for the production thereof, and to a method 
for producing integrated circuits using said layer structure. The aim 
of the invention is to provide a layer structure for bipolar transistors 
with which the electric properties and the homogeneity of bipolar 
transistors are improved. In particular, the base current behavior 
should be improved and the noises should be decreased with dimin- 
ished emitter transition resistances. In addition, the invention seeks 
to provide a method for producing bipolar transistors using a layer 
structure of this type. To these ends, the invention provides that 
the vertical structure of the transistors contains a partial single-crys- 
talline emitter layer (5) which changes into a polycrystalline and/or 
amorphous layer above an epitactical single-crystalline growth layer 
and, in the vertical structure of the transistor, the partial single-crystalline emitter layer (5) is locally underlayed with thin oxide and/or 
nitride layers. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriffi eine Schichtstruktur fiir bipolare Transistoren und ein Verfahren zu deren Herstel- 
lung sowie ein Verfahren fur auf dieser Grundlage hergestellten integrierten Schaltungen. Es soli eine Schichtstruktur fiir bipolare 
Transistoren v rgeschlagen warden, mit Hilfe derer die elekcischen Eigenschaften und die Homogenitat bipolarer Transistoren ver- 
bessert werden. Insbesondere soU bei verringerten Eimtterubergangswiderstanden das Basisstromverhalten verbessert und das Rau- 
schen reduziert werden sowie ein Verfahren zur Herstellung von bipolaren Transistoren mit einer solchen ScWchtstruktur aufgezeigt 
werden. ErfindungsgemfiB wird diese Aufgabe dadurch geldst, dafl die Vertikalstruktur der Transistoren eine partiell-einkristalline 
Emitterschicht (5) enthalt, die oberhalb einer epitaktischen, emkristallinen An wachsschicht in eine polykristalline und/oder amorphe 
Schicht umschlagt und in der Vertikalstruktur des Transistors die partieU^inkristalline Emitterschicht (5) lokal mit dUnnen Oxid- 
und/oder N itridschichten unterlegt ist 


